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Geniş yayılmış, ətraflı tədqiq olunmuş və yarımkeçirici optoelektronikada 

tətbiq olunan AlllBVl birləşmələri əsasında çox perspektiv xassələrə malik, geniş 
optik diapozonda yüksək fotohəssaslığa malik AlBlllCVl üçqat birləşmələri də 
diqqət mərkəzindədir. Baxılan işdə β-TlİnS2 kristalının dəyişən elektrik sahə-
sində elektrikkeçiriciliyinə baxılmışdır. 

[f] işində β-TlİnS2 birləşməsinin optik, elektrofiziki və fotoelektrik xas-
sələrini öyrənərək müəyyən etmişlər ki, onun qadağan olunmuş zolağının eni 
2,2 eV, onun temperatur əmaslı νEg/dT=6,0·10-4 eV/dər, elektron və deşiklərin 
effektiv kütlələri uyğun olaraq mn=0,34m0 və mp=0,764m0. Bu işdə həmçinin 
qeyd olunmuşdur ki, TlİnS2 yarımkeçiricisinin iki modifikasiyası var: α-TlİnS2 
və β-TlİnS2 modifikasiyaları bir-birindən vizual olaraq fərqlənmir. α-TlİnS2 

qara, β-TlİnS2 isə açıq narıncı rənglidir. 
Baxılan kristal kompensə olunmuşdur ona görə onlarda aşqarlarla köçür-

mə mexanizmi rol oynaya bilər. Ölçü aparmaq üçün lazımi ölçüdə nümunələr 
TlİnS2 layvarı kristalının mondit kristalından ülgüclə ayrılır, onların üst və alt 
laylarına gümüş pastasından kontaktlar qoyulur. Beləliklə nümunə arasında 
tədqiq olunan maddə yerləşən müstəvi kondensator şəklində olur. Elektrikke-
çiriciliyin tezlikdən aslılığı müxtəlif temperaturlarda (4·101-104) Hs tezlik 
intervalında dəyişən cərəyan körpüsünün köməyi ilə aparılır. Bu vaxt tətbiq 
olunan gərginlik 5V-dan çox olmamışdır. 

Tədqiq olunan kondensator dəyişən tutumlu kondensatora paralel yer-
ləşmiş rəqs konturuna birləşdirilir. Kondensatorun müqaviməti və tutumu 
aşağıdakı düsturlarla təyin olunur. 
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Burada ν- tezlik (Hs), C1 və C2 – nümunə qoşulduqda və qoşulmadıqda 
tutumdur, Q1 və Q2 isə nümunəli və nümunəsiz keyfiyyət əmsalıdır. Şəkil1-də 
nümunənin keçiriciliyinin tezlikdən asılılığı verilmişdir. Tədqiq olunan bütün 
nümunələr üçün keçiriciliyin tezlikdən asılılığı aşağıdakı düstura tabedir. 

𝜎(𝜈) = 𝜎0𝜈
𝑠                                                         (3) 

σ0- özü də temperaturdan asılıdır və temperatur oblastından asılı olaraq 0,2-
dən 1,3-ə qədər dəyişir. 

mailto:sitareceferova1@gmail.com


“Fizika və astronomiyanın problemləri” Magistrantların və gənc tədqiqatçıların 

XXIII Respublika elmi konfransı 

115 

Şək.1. β- TlİnS2 nümunəsinin elektrikkeçiriciliyinin tezlikdən aslılığı T, K: 1-77, 2-
300K, 3-400K. 
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Peşl-Teller potensiallı [1,2] kvantlanmış nazik təbəqə üçün potensialı, 
enerji spektrı və dalğa funksiyasını yazaq. Onda 
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